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«ТЕХНОЛОГИИ   МИКРО-  И  НАНОЭЛЕКТРОНИКИ 
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Программа конференции
13 апреля

	Пленарное заседание 

ведущий проф. д.ф.м.н., Булярский С.В., 13 апреля 2016, 10-00 - 13-30 ч.

1-ый этаж, конференц зал.

	№
	Название тезисов

	Авторы
	Время

	1 
	Слово для открытия конференции
	Сауров А.Н. , ИНМЭ РАН
	10-00

	2 
	Создание и развитие новой технологической платформы кремний-углеродная наноэлектроника
	Сауров А.Н., ИНМЭ РАН
	10-05

	3 
	Перспективы нитридных технологий
	Мальцев П.П., Федоров Ю.В.

Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники  РАН
	10-30

	4 
	Перспективные методы сборки многокристальных Интегральных Микросхем и  Микросистем
	Басаев А.С., Лабунов В.А.,

НПК ТЦ, БГУИР
	11-00

	5 
	Углеродные нанотрубки в вакуумной электронике
	Гуляев Ю.В, ИРЭ РАН
	11-20

	Кофе-брейк

	11-40

	6 
	Atomik layer deposition for nanotechnology: application for photovoltaics
	 Kuznetsov V
Levitech B.V., 
	12-00

	7 
	Встраеваемый в технологию процесс CVD- роста УНТ с использованием каталитических тонких пленок Me-Ct-(O)
	Громов Д.Г.,  МИЭТ
	12-20

	8 
	Легирование углеродных нанотрубок
	Сауров А.Н., Булярский С.В., ИНМЭ РАН

	12-40

	9 
	Мифы и реальность современной российской электроники
	Шелепин Н.А. , НИИМЭ и МИКРОН
	13-00

	Сообщение о ходе конференции. Обед
(на обед участников конференции отвозят централизованно, двумя группами. 

Сбор у оргкомитета, на 1-м этаже) 


	13-20


	Секция 1 «Теория и моделирование нанотехнологий
ведущий проф. д.ф.м.н., Светухин В.В., 13 апреля 2016
(4-тый этаж, малый зал)
	15 - 17-30 

	10 
	Достижимость терагерцовых свободных и вынужденных резонансных колебаний углеродных нанотрубок
	Сауров А.Н., Булярский С.В., Благов Е.В., Дудин А.А., Орлов А.М., Павлов А.А., Леонтьев В.Р.

Институт нанотехнологий РАН

Ульяновский государственный университет
	15-00

	11 
	Особенности эволюции наноструктур в твердых растворах
	Львов П.Е., Светухин В.В.
ФГУБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»
	15-15

	12 
	Математическая модель малосигнальной термоспектроскопии энергетических уровней в запрещенной зоне
	Маняхин Ф.И., Фомин И.А.
НИТУ «МИСиС»
	15-30

	13 
	Субдиффузионные модели роста и растворения нанопреципитатов
	Светухин В.В., Сибатов Р.Т., Кожемякина Е.В.
Ульяновский государственный университет
	15-45

	14 
	Расчет электрических характеристик углеродных нанотрубок с закрытыми и открытыми концами


	Булярский С.В. 1, Лакалин А.В.1, Павлов А.А. 1, Шаманаев А.А2
1 ИНМЭ РАН, Москва;

2 НПК «Технологический центр», Зеленоград, Москва
	16-00


	15 
	Моделирование массопереноса жидкостей через микроканалы под действием поверхностных акустических  волн
	Сироткин В.В.
Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, г.Черноголовка
	16-15

	16 
	Моделирование энергетического спектра и плотности состояний кремниевых нанотрубок, заполненных атомами металлов
	Заворотный А.А., Филлипов В.В.

Липецкий государственный педогагический университет
	16-30

	17 
	Модель проводимости сжатого  мультиграфена


	Каспер Ю.В., Тучин А.В., Битюцкая Л.А.

Воронежский государственный университет

	16-45

	18 
	Окисление углеродных нанотрубок
	Басаев А.С.
ГНЦ НПК Технологический центр
	17-00

	19 
	Прямое преобразование β-излучения в электрический ток с помощью кремниевых P-I-N-диодов
	Абанин И.Е.
ГНЦ НПК Технологический центр
	17-15

	20 
	Рекомбинационные процессы в кремниевых полупроводниковых преобразователях ядерных батарей
	Абанин И.Е.
ГНЦ НПК Технологический центр
	17-30

	Секция 2  «Нанотехнологии микроэлектроники»
ведущий проф. д.т.н., Громов Д.Г., 13 апреля 2016, 
1-ый этаж, конференц зал.


	15 - 17-30 

	21 
	Формирование и селективное травление самособирающихся гидрофобных пленок на поверхности оксидов кремния и тантала
	Пучнин К.В., Рыбачек Е.Н., Кузнецов Е.В., Кузнецов А.Е.
ГНЦ НПК Технологический центр
	15-00

	22 
	Исследование влияния методов травления на шероховатость поверхности пластины кремния
	Парфенов Н.М., Тимошенков А.С, Кузнецова Л.И.
МАИ (Национальный исследовательский университет) 
МИЭТ 
	15-15

	23 
	Селективное травление локально имплантированных галлием областей кремния
	Абдуллаев Д.А., Милованов Р.А.
Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН
Московский технологический университет (МИРЭА)
	15-30

	24 
	Оптимизация электрохимического процесса осаждения пленок пермаллоя для магнитополупроводниковых микросхем
	Амеличев В.В., Поломошнов С.А., Николаева Н.Н., Тихонов Р.Д., Куприянова М.А.

НПК «Технологический центр»
	15-45

	25 
	Методика формирования изолированных тестовых структур на основе металлокомпозитов с углеродными нанотрубками без использования дамасского процесса
	Кондратьев П.К., Павлов А.А., Милованов Р.А., Скворцов А.А., Кицюк Е.П., Ануфриев Ю.В.
Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН
Московский государственный машиностроительный университет
	16-00

	26 
	Регулирование концентрации УНТ в композитной металлизации СБИС
	Кондратьев П.К.
Институт нанотехнологий микроэлектроники РАН
	16-15

	27 
	Оптимизация процесса синтеза  УНТ с целью повышения эффективности химических постобработок получаемого материала.


	Павлов А.А.1,Сыса А.В.2,3,Шаман Ю.П.2, Базарова М.И.2, Гаврилин И.М.3
1ИНМЭ РАН, Москва
2НПК «Технологический центр», Зеленоград, Москва;

3Национальный Исследовательский Университет «МИЭТ», Зеленоград
	16-30

	28 
	Исследование текстурированных пленок нитрида алюминия, полученных методом газофазного химического осаждения
	Редькин А.Н., Рыжова М.В., Якимов Е.Е., Рощупкин Д.В.
Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, г.Черноголовка
	16-45

	29 
	Исследование методом SVET гальванического травления кремния с использованием пленок серебра 


	Силаков Г.О., Пятилова О.В., Гаврилов С.А., Шулятьев А.С.
МИЭТ
	17-00

	30 
	Мониторинг процесса глубокого реактивного ионного травления методом лазерной интерферометрии
	Морозов О.В.1, Морозов А.О.2, Амиров И.И.1
1Ярославский филиал физико-технологического института РАН

e-mail: moleg1967@yandex.ru

2Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
	17-15

	31 
	Применение помехоустойчивого кодирования в системах обработки сигналов в аппаратуре космического назначения
	Малашевич Н.И. 

НПК «Технологический центр»
	17-30

	32 
	Разработка технологии напыления пленок ITO методом магнетронного распыления и ее адаптация в условиях промышленного производства 
	Жидик Ю.С., Троян П.Е., Сахаров Ю.В.

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
	17-45

	Секция 3 «Нанометрология»
ведущий проф. д.т.н., Громов Д.Г., 13 апреля 2016, 

1-ый этаж, конференц зал.


	15 - 17-30 

	33 
	Наноаналитические  возможности ионно-пучкового анализа материалов
	Егоров В.К., Егоров Е.В., Афанасьев М.С.
ИПТМ РАН, Черноголовка
ИРЭ РАН, Москва
	18-00

	34 
	Электрофизические свойства тонких пленок материалов фазовой памяти на основе халькогенидных полупроводниковых систем Ge-Sb-Te
	Шерченков А.А., Козюхин С.А., Лазаренко П.И., Тимошенков С.П., Бабич А.В., Калугин В.В.
МИЭТ
Институт общей и неорганической химии имени Н.С.Курнакова РАН
Акционерное общество «Зеленоградский нанотехнологический центр»
	18-15

	35 
	Устойчивость нитридных СВЧ монолитных интегральных схем к облучению нейронами и гамма-излучению
	Арутюнян С.С., Кагирина К.А., Лаврухин Д.В., Гамкрелидзе С.А., Иванова Н.Е.
Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН, г.Черноголовка
Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники  РАН, Москва
	18-30

	Секция 5 « Микроэлектромеханические системы»
ведущий Сницар В.Г., 13 апреля 2016, 

4-тый этаж, большой зал

	15 - 17-30 

	1 
	Бистабильный МЭМС-переключатель с механизмом активного размыкания электродов
	Уваров И.В., Наумов В.В., Королева О.М., Ваганова Е.И., Амиров И.И.
Ярославский филиал Физико-технологического института РАН
	15-00

	2 
	Исследование переходных слоев в гетероструктуре КНИ преобразователя давления с 3-D рамочной тензоструктурой
	Соколов Л.В.
АО «НИИ авиационного оборудования», Жуковский
	15-15

	3 
	Технология изготовления преобразователя акустического давления для микро-оптомеханических систем матричного типа.
	Амеличев В.В., Генералов С.С., Соловьева Г.П., Никифоров С.В., Смехова М.И.

НПК «Технологический центр»
	15-30

	4 
	Волоконно-оптическая микросистема гидроакустического давления
	Генералов С.С., Амеличев В.В., Егоров Ф.А., Никифоров С.В., Шаманаев С.В. 

ООО «НПП «Технология»
	15-45

	5 
	Модель дисперсионного переноса в двухслойной полимерной структуре
	Сибатов Р.Т., Морозова Е.В.
Ульяновский государственный университет
	16-00

	6 
	Зависимость выходного сигнала микромеханического гироскопа от температурного градиента
	Михеев А.В., Березуева С.С., Каменский А.М., Косолапов А.А., Тимошенков А.С., Тимошенков С.П., Шепелев С.О.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники
	16-15

	7 
	Разработка приемопередающего модуля для беспроводного сенсорного узла
	Землянников Н.С. , Суханов А.В.

НПК «Технологический Центр»
	16-30

	Секция 6 «Наноустройства, наноэлектроника»
ведущий Сницар В.Г., 13 апреля 2016, 
4-тый этаж, большой зал

	15 - 17-30 

	8 
	Формирование и исследование тонкопленочных литий-ионных аккумуляторов с применением композитного материала анода УНТ-кремний
	Кицюк Е.П., Кулова Т.Л., Павлов А.А., Скундин А.М.
НПК «Технологический центр»
ИНМЭ РАН
ИФХЭ РАН
	16-45

	9 
	Разработка радиоизотопного источника питания на основе двойного преобразования энергии
	Светухин В.В., Новиков С.Г., Беринцев А.В., Алексеев А.С.
Ульяновский государственный университет  НИТИ им. С.П.Капицы, Ульяновск
	17-00

	10 
	Импульсные вольт-амперные характеристики вискеров теллура
	Исмаилов А.М., Шапиев И.М., Степуренко А.А., Гумметов А.Э.
Дагестанский государственный университет, Махачкала
Институт физики Дагестанского научного центра РАН, Махачкала 
	17-15

	11 
	Исследование магниторезистивных наноструктур с гигантским магниторезистивным эффектом
	Костюк Д.В., Амеличев В.В., Орлов Е.П., Васильев Д.В., Беляков П.А., Казаков Ю.В., Жуков Д.А.

НПК «Технологический центр»
	17-30

	12 
	Магниторезистивный детектор магнитных микро- и наночастиц
	Амеличев В.В., Касаткин С.И., Тахов В.С.
НПК «Технологический центр»
	17-45

	13 
	Моделирование радиоизотопного элемента с объёмным гетеропереходом


	Сибатов Р.Т., Шулежко В.В., Светухин В.В.
Ульяновский государственный университет
	18-00

	14 
	Оптимизация геометрических параметров автоэмиссионных структур на основе пучков углеродных нанотрубок

	Шаманаев А.А

НПК «Технологический центр»

	18-15

	14 апреля
	

	Секция 4 « Наноразмерные материалы»
ведущий проф. д.ф.м.н., Светухин В.В., 14 апреля 2016, 

(4-тый этаж, большой зал)

	10 - 13-30 

	15 
	Формирование, строение и зарядовые свойства самоорганизованных гранул SB и INSB
	Куликова Т.В., Битюцкая Л.А.
Воронежский государственный университет
	10-00

	16 
	Наноструктурированные  YBCO материалы
	Палчаев Д.К., Гаджимагомедов С.Х., Мурлиева Ж.Х., Рабаданов М.Х., Эмиров Р.М.
Дагестанский государственный университет, Махачкала
	10-15

	17 
	Особенности создания и свойства термитного наноразмерного многослойного материала на основе Al/AgOҳ для низкотемпературного бондинга в микросистемной технологии
	Лебедев Е.А., Громов Д.Г., Шаман Ю.П., Козьмин А.М., Рязанов Р.М.
НПК «Технологический центр»
МИЭТ
	10-30

	18 
	Синтез магнитных нанопорошков
	Эмиров Р.М., Рабаданов М.Х., Алиев З.М.
Дагестанский государственный университет,  Махачкала
	10-45

	19 
	Особенности эволюции наноструктур в твердых растворах
	Львов П.Е., Светухин В.В.

ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный университет"
	11-00

	20 
	Структура и свойства материалов на основе нанокристаллического  BiFeO3  
	Алиханов Н.М.-Р., Мурлиева Ж.Х., Палчаев Д.К., Рабаданов М.Х., Садыков С.А., Эмиров Р.М.
Дагестанский государственный университет, Махачкала

	11-15

	Кофе-брейк

	11-30

	21 
	Кинетика кристаллизации в тонких пленках на основе Ge2Sb2Te5 и время обработки данных в устройствах фазовой памяти
	Шерченков А.А., Козюхин С.А., Бабич А.В., Тимошенков С.П., Лазаренко П.И.
МИЭТ
Институт общей и неорганической химии имени Н.С.Курнакова РАН
	11-50

	22 
	Особенности роста наноструктур по механизму «пар-жидкость-кристалл» на поверхности пленок SnS при плазменной обработке

	Зимин С.П., Горлачев Е.С., Мокров Д.А., Амиров И.И., Гременок В.Ф., Иванов В.А.
Ярославский государственный университет им.П.Г.Демидова
Ярославский филиал Физико-технологического института РАН
	12-05

	23 
	Излучение электрофизических параметров пленок окислов титана применяемых при формировании мемристорных структур
	П.Е.Троян, С.Г. Нагайчук, Д.П. Аргунов, П.А. Змановский, Е.В. Батурина

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
	12-20

	24 
	Резистивные переключения в мезоскопических гетероструктурах на основе эпитаксиальных пленок  Nd2-xCexCuO4-y
	Н.А.Тулина1 , А.А.Иванов3, А.Н. Россоленко1,В.В.Сироткин2, И.М.Шмытько1 , А.М. Ионов1,Р.Н.Можчиль3.1, И.Ю.Борисенко2
Институт физики твердого тела РАН, Черноголовка
	12-35

	25 
	Теоретическое и экспериментальное исследование процесса формирования наноразмерного карбида кремния из коллоидных растворов коротких углеродных нанотрубок и аморфного диоксида кремния.
	Тучин А.В., Калашников А.В., Тяпкина В.А., Битюцкая Л.А.

Воронежский государственный университет


	12-50

	26 
	Управление спиновой поляризацией электронов ультракоротких одностенных углеродных нанотрубках (0, 9) электрическим полем
	Глушков Г.И., Тучин А.В., Битюцкая Л.А, Лямичев А.В.
Воронежский Государственный Университет
	13-05

	27 
	Исследование процессов никелирования наноструктурированного кремния для получения систем Ni/Si и силицидов на их основе
	А. Ю. Березкина, Ю. И. Шиляева, О.В. Пятилова, А.В. Сыса, Д.И. Смирнов

Национальный исследовательский университет МИЭТ,
	13-20

	Секция 7 «Оптические свойства квантово-размерных структур»
ведущий проф. д.ф.м.н., Булярский С.В., 14 апреля 2016, 

(4-тый этаж, малый зал)

	10 - 13-30 

	28 
	Оптические свойства коллоидных квантовых точек Ag2S
	Перепелица А.С., Овчинников О.В., Смирнов М.С., Кондратенко Т.С., Котко А.С., Латышев А.Н., Леонова Л.Ю., Журавлева О.В.
Воронежский государственный университет
	10-00

	29 
	Формирование микрорельефа и исследование его влияния на коэффициент оптического вывода светодиода на основе GAN
	Данилина Т.И., Чистоедова И.А., Попов А.А.
Томский государственный Университет Систем Управления и радиоэлектроники
	10-15

	30 
	Наноструктурирование поверхности фемтосекундным лазером и сопутствующие эффекты
	Костишко Б.Б., Светухин В.В., Явтушенко И.О.
Ульяновский государственный университет
Научно-исследовательский технологический институт им.С.П.Капицы
	10-30

	31 
	ИК-спектры поглощения тонких пленок нестехиометрического нитрида кремния для микро- и нано-электронных оптических сенсоров
	Сигарев А.А.1, Рудаков Г.А.2, Фетисов Е.А.3, Кузьмин С.В.2
1Московский физико-технический институт (государственный университет), Московская область, г. Долгопрудный, aasigarev@mail.ru,

2Научно-производственный комплекс "Технологический центр", 

г. Москва, г. Зеленоград, 3Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва, г. Зеленоград
	10-45

	32 
	Возбуждение конвективных движений типа Рэлея-Бенара лазерным лучом в расплаве α-AL2O3
	Каранский В.В., Саврук Е.В.

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
	11-00

	33 
	Спектральные особенности наночастиц диоксида титана
	Попова Е.В., Бутьков А.П., Латышев А.Н., Овчиннников О.В.
Воронежскийгосударственный университет
	11-15

	Кофе-брейк

	11-30

	34 
	Люминесценция наночастиц сульфида серебра
	Котко А.С., Латышев А.Н., Овчинников О.В., Перепелица А.С.
Воронежский государственный университет
	11-50

	35 
	Оптические осцилляционные параметры висмута  селенида и сурьмы теллуридов
	Нетесонова Н.П.
МГУ им.Ломоносова
	12-05

	36 
	Влияние фотоэлектронных процессов в полупроводниковой подложке на иммобилизацию молекул фермента
	Козловский А.В., Маляр И.В., Стецюра С.В.
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского, Саратов
	12-20

	37 
	Динамика распада электронных возбуждений в гидрофильных коллоидных квантовых точках CdS в желатине с участием локализованных состояний
	Смирнов М.С., Буганов О.В., Шабуня-Клячковская Е.В., Тихомиров С.А., Овчинников О.В., Перепелица А.С., Мацукович А.С.
Воронежский государственный университет
Институт физики им.Б.И.Степанова Национальная академия наук Белоруси 
	12-35

	38 
	Люминесцентные и нелинейно-оптические свойства гибридных ассоциатов коллоидных квантовых точек Ag2S с молекулами тионина
	Гревцева И.Г., Овчинников О.В., Кондратенко Т.С., Смирнов М.С., Перепелица А.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
	12-50

	     74
	Люминисцентные свойства структур.  Содержащих массивы коллоидных квантовых точек CdS, CdSe/ZnS и CdZnSeS/ZnS
	С.А. Тарасов, И.И. Михайлов, Е.М. Степанов, М. О. Гуревич,

Л. И. Козлович, А. В. Корнеева, И. И. Михайлов, П. О. Тадтаев

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И.Ульянова (Ленина)
	13-05

	Обед
(на обед участников конференции (все секции) отвозят централизованно, двумя группами. 

Сбор у оргкомитета, на 1-м этаже) 

	13.30-15.00

	Секция 8 «Наносенсоры»
ведущий проф. д.ф.м.н., Булярский С.В., 14 апреля 2016.
(4-тый этаж, большой зал)

	15 - 17-30 

	75
	Анализ изготовления чувствительного элемента микроакселерометра
	Уваров И.В., Морозов О.В., Изюмов М.О., Лемехов С.С., Козлов А.Н., Амиров И.И.
Ярославский Филиал Физико-технологического института РАН
ФГУП  «ВНИИА им.Н.Л.Духова
	15-00

	76
	Анализ состава сложной газовой смеси сенсором на основе цеолита
	Куцова Д.С., Богатиков Е.В., Шебанов А.Н., Смирнова К.Г., Глушков Г.И.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
	15-15

	77
	Вольт-амперометрический микросенсор на основе золотых микроэлектродов, модифицированных высокоспецифическим аптаметром для определения тромбина
	Андрианова М.С., Губанова О.В., Кузнецов А.Е.

НПК «Технологический центр»
	15-30

	79
	Использование радиохарвестера для создания миниатюрного источника питания сенсорного узла
	Суханов А.В., Иванов А.В.

НПК «Технологический Центр»


	15-45

	80
	Сравнение УФ сенсорных характеристик массивов наностержней и пленок оксида цинка
	Рыжова М.В., Редькин А.Н., Якимов Е.Е.
ФГБУН Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук, Черноголовка
	16-00

	81
	Исследование кристаллов матриц чувствительных элементов давления для устройств тактильной диагностики
	Литвиненко Р.С., Гусев Д.В., Суханов В.С.
НПК «Технологический центр»,
	16-15


Параллельно с конференцией 14 апреля 2016 г. с 10-00 до17-30 будет проводиться

практический семинар

	Практический семинар «Маршрут проектирования БИС на БМК»
ведущий к.т.н., Денисов А.Н., 14 апреля 2016, 10 - 17-30 ч.

(1-ый этаж, конференц зал)

	82
	Семейство серий БМК и БК для аппретуры космического назначения
	Денисов А.Н., Коняхин В.В. 
НПК «Технологический центр»

	83
	Средства проектирования специализированных микросхем
	Денисов А.Н., Гаврилов С.В. Алёшина В.И., Фролов С.Н.  
НПК «Технологический центр»

	84
	Маршрут проектирования микросхем серий 5521 и 5529
	Макарцева М.М., Алёшина В.И., Фролов С.Н.  
НПК «Технологический центр»

	85
	Организация разработки и изготовления образцов БИС на новых сериях БМК
	Денисов А.Н., Коняхин В.В. 
НПК «Технологический центр»

	86
	Микросхемы общего применения для аппаратуры специального назначения
	Денисов А.Н., Коняхин В.В. 
НПК «Технологический центр»

	87
	Применение помехоустойчивого кодирования в системах обработки сигналов в аппаратуре космического назначения
	Малашевич Н.И.
НПК «Технологический центр»

	88
	Блок синтезатора частот на основе ФАПЧ для БМК серии 5521
	Волобуев П.С. 
НПК «Технологический центр»

	89
	Обеспечение качества микросхем для комплектования РЭА космического назначения
	Денисов А.Н., Коняхин В.В. 
НПК «Технологический центр»

	90
	Демонстрация средств проектирования САПР «Ковчег» при разработке микросхем серий 5521 и 5529
	Макарцева М.М., 
НПК «Технологический центр»


В программу могут быть внесены изменения! О внесенных изменениях обязательно будет сообщено дополнительно.
